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The effect of vicinal sapphire a-plane on the domain stracture of ZnTe epilayers 
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【はじめに】近年 ZnTeの電気光学効果を用いたテラヘルツ波検出技術が注目されている。我々

はサファイア基板上への ZnTeの成長機構の解明のため、各種サファイア基板上に ZnTeを作製し

ドメイン構造を解析してきた。a 面基板に ZnTe を作製したところ、2 種類の ZnTe{111}が確認で

きた[1]。これは基板表面に不規則に存在するステップの影響で ZnTe(111)が異なる方向に成長した

ためと考えられる[2]。不規則なステップが存在する基板に微傾斜をつけると基板表面に傾斜と対

応したステップが新たに追加形成される。追加形成されたステップが ZnTeのドメイン構造にどの

ような影響を与えるか調査した。 

【実験方法】ZnTe薄膜の作製はMBE法で行なった。基板は c軸方向に 0.2°傾いたサファイア a

面、および m軸方向に 0.6°傾いたサファイア a面を使用した。ステップ高さを 2原子分とすると、

c軸方向に 0.2°傾いた基板では約 136nm、m軸方向に 0.6°傾いた基板は約 55nm毎に１つのステッ

プが存在すると考えられる。基板上に約 100℃で 35Åのバッファ層を堆積させ、約 300℃で 30分

間アニールした。引き続き、約 1µmの薄膜を作製した。極点図測定には ZnTe111の信号を用いた。 

【実験結果】Fig.1 に ZnTe111 極点図を示す。c 軸方向に傾いた基板を用いた試料からは、χ=

約 70°に 2 種類の 3 回対称(φ=90,210,330°), (φ=30,150,270°)のパターンが共存していることから

(Fig.1(a))、2種類の ZnTe{111}のドメインが存在していることがわかる。m軸方向に傾いた基板を

用いた試料からは、信号がχ=約 55°に 4 回対称(φ=0,90,180,270°)の位置に表れていることから

(Fig.1(b))、ZnTe{100}のドメインがあることがわかった。界面の原子配列に着目すると、c軸(0001)

方向に傾いた a面(11-20)基板に形成されるステップは n面(11-23)、m軸(10-10)方向に傾いた a面

(11-20)基板に形成されるステップは m面(10-10)となっていると考えられる。過去に n面基板には

ZnTe(111)[3]、m 面基板には ZnTe(100)のドメインが形成することを確認している[2]。よって、c

軸方向の微傾斜基板では、ドメイン構造に大きな変化は確認できなかったが、m 軸方向の微傾斜

基板では、ZnTe{100}が形成されることが明らかになった。 
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Fig.1(a) c軸方向へ傾いたサファイア a面基板上 ZnTe薄膜の ZnTe111極点図 

(b) m軸方向へ傾いたサファイア a面基板上 ZnTe薄膜の ZnTe111極点図 
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